ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TFT

1) Nα γραφεί ο κώδικας για τη διάταξη του σχήματος  (ΤFT)
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Χρησιμοποιώντας ως κανάλι κρυσταλλικό πυρίτιο(  να δηλωθεί μόνο π.χ. material region=1 ή 2 ή 3..  silicon)  να υπολογιστούν και να εκτυπωθούν :

a)η δομή

β) Οι χαρακτηριστικές (Ιd-Vd)IVg=2,4,6.8 volt   στην περιοχή Vd-τάσεων από 0-20 Volt
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γ) Οι χαρακτηριστικές (Ιd-Vg)IVd=5,10,15,20 volt   στην περιοχή Vg-τάσεων από 0-30 Volt
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2) Nα τοποθετήσετε ως  υλικό του καναλιού  πολυκρυσταλλικό πυρίτιο (βλέπε επισυναπτόμενο κώδικα) και υπολογίστε και εκτυπώστε εκ νέου τις χαρακτηριστικές  (Ιd-Vd)IVg=2,4,6.8 volt  και  (Ιd-Vg)IVd=5,10,15,20 volt  . Τι συμπεράσματα βγάζετε; 
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3) Nα αντικατασταθεί το πολυπυρίτιο από a-Si  (βλέπε επισυναπτόμενο κώδικα) και να υπολογιστούν εκ νέου οι χαρακτηριστικές  (Ιd-Vd)IVg=2,4,6.8 volt  και (Ιd-Vg)IVd=5,10,15,20 volt . Τι συμπεράσματα βγάζετε;
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4) Με κανάλι πλέον από a-Si να μελετηθούν :

a) Εκτυπώστε τη χαρακτηριστική  (Id-Vg)IVd=const σε ένα εύρος τιμών   -12V<Vg< +10 V  για        Vd=10 V, διατηρώντας τα στοιχεία για το a-Si (#   set parameters for amorphous silicon) ως έχουν (ενιαία περιοχή τάσεων -20V<Vg<+20V θα βρείτε, επίσης, στο tftex05)
β)Στη συνέχεια να μεταβάλετε το επιφανειακό φορτίο από qf=3e10 στις τιμές 6e10, 1.2e11, 2.2e11 4.4e11 , διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές (ιδιαίτερα την κατανομή των ενεργειακών καταστάσεων του καναλιού), και να εκτυπώνετε κάθε φορά τη χαρακτηριστική (Id-Vg)IVd=const .Tι συμπέρασμα βγάζετε; (vd=10 V)
[image: image8.png]¥





γ) Μεταβάλετε το δυναμικό του Drain , Vd, και υπολογίστε-εκτυπώστε τις χαρακτηριστικές (Ιd-Vg)IVd=8,10,12,15V αφού επανέλθετε στα μεγέθη των ατελειών για το α-Si και το επιφανειακό φορτίο όπως αρχικά (βλ.4α)
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δ) Mειώστε τις συγκεντρώσεις των trap  NTD και  NTA διαδοχικά κατά μία τάξη μεγέθους και παρουσιάστε τα αποτελέσματα σε κοινό διάγραμμα (1021, 1020, 1019)
[image: image10.png]NT A
NTD





Σημείωση:  Τα ποιοτικά διαγράμματα δίνονται απλά κατατοπιστικά (για διευκόλυνση) για το τι θα
                      πρέπει να βρείτε 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ TFT-SILICON

go atlas

title TFT simulation 

#

# SILVACO International 1993, 1994

#

# SECTION 1: Mesh spectification

#

mesh  space.mult=1.0

# 

x.mesh loc=… spac=….

x.mesh loc=…. spac=…..

x.mesh loc=…. spac=…

………..

……….

#

y.mesh loc=….. spac=…..

y.mesh loc=. spac=…….

……

……

#

# SECTION 2: Region definition

#    1=oxide 2=silicon 3=oxide

region num=1 material=….. y.min=…… y.max=…. x.min=….. x.max=…..

region num=2 material=……… y.min=…. y.max=…. x.min=…. x.max=….

region num=3 material=….. y.min=….. y.max=….. x.min=…. x.max=….   

#

# SECTION 3: Electrode definition

#   1=gate 2=substrate 3=source 4=drain

#

elec num=1  name=gate x.min=…. x.max=…. y.min=…. y.max=….

elec num=2  name=substrate    substrate

elec num=3  name=source x.min=….. x.max=…… y.min=… y.max=…. 

elec num=4  name=drain x.min=….. x.max=….. y.min=…. y.max=…..

#

# SECTION 4: Doping profiles

#

doping     reg=2  uniform conc=1.e11 n.type

doping     reg=2  gauss conc=1.e20 n.type x.right=5 char=0.3

doping     reg=2  gauss conc=1.e20 n.type x.left=15 char=0.3

contact num=1 alum

models temp=300

#

method 

solve init

save outf=tft_georg_0.str

tonyplot tft_georg_0.str -set tftex01_0.set

Για τον υπολογισμό της Id-Vg για Vd=5,10,15,20,25Volt προσθέτουμε τον παρακάτω κώδικα:

#

# Electrode #1 - Gate, #2 - Substrate, #3 - Source, #4 - Drain

#

method  newton 

solve  vdrain=0.1

solve  vdrain=0.2

solve  vdrain=0.5

solve  vdrain=1 vfinal=5 vstep=1 name=drain

#

# Solve Id - Vg curve

#

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=...str master

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=….str master

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=….str master

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=...str master

solve vdrain=

save outf=tft_georg_1_Vd=….str master

# load in each initial guess file and ramp vgate

load inf=tft_georg_1_Vd=...str master

log outf=tft_georg_1_Vd=….log 

solve vgate=0.0 vstep=0.5 vfinal=30.0 name=gate

………………………….

……………………………

…………………………..

………………………………..
#plot results

tonyplot -overlay  tft_georg_1_Vd=….log tft_georg_1_Vd=….log tft_georg_1_Vd=….log tft_georg_1_Vd=….log tft_georg_1_Vd=….log

#quit

Ενώ για τον υπολογισμό της Id-Vd για Vg=2,4,6,8 Volt προσθέτουμε τον κώδικα:

#

# Electrode #1 - Gate, #2 - Substrate, #3 - Source, #4 - Drain

#

method  newton

#ramp Vb

log off

solve init

solve vgate=0.025

solve vgate=0.05

solve  vgate=0.1 vstep=0.1 vfinal=2.0 name=gate

# switch to current boundary conditions

contact name=gate voltage

# ramp IB and save solutions

solve vgate=..

save outf=tft_georg_1_Vg=...str master

solve vgate=..

save outf=tft_georg_1_Vg=...str master

solve vgate=…

save outf=tft_georg_1_Vg=...str master

solve vgate=8

save outf=tft_georg_1_Vg=….str master

# load in each initial guess file and ramp VCE

load inf=tft_georg_1_Vg=...str master

log outf=tft_georg_1_Vg=….log 

solve vdrain=0.0 vstep=0.5 vfinal=20.0 name=drain

…………..

………….

 ……………………..
# plot results

tonyplot -overlay  tft_georg_1_Vg=...log tft_georg_1_Vg=...log tft_georg_1_Vg=6.log tft_georg_1_Vg=….log

quit

Για κανάλι πολυπυριτίου χρησιμοποιείστε συμπληρωματικά πρίν την εντολή “solve init” τον κώδικα:
Set parameters for polysilicon

#

material region=2 mun=300 mup=30

#

defects nta=1.12e21 ntd=4.e20 wta=0.025 wtd=0.05 \

nga=1.e18 ngd=3.e18 ega=0.4 egd=0.4 wga=0.1 wgd=0.1 \

sigtae=1.e-16 sigtah=1.e-14 sigtde=1.e-14 sigtdh=1.e-16  \ 

siggae=1.e-16 siggah=1.e-14 siggde=1.e-14 siggdh=1.e-16  

#

contact
num=1 n.polysilicon

models  temp=300  

Για κανάλι αμόρφου πυριτίου χρησιμοποιείστε συμπληρωματικά πρίν την εντολή “solve init” τον κώδικα:
  #Set parameters for amorphus silicon

#

material region=2 mun=20 mup=1.5 nc300=2.5e20 \

 nv300=2.5e20 eg300=1.9

#

defects nta=1.e21 ntd=1.e21 wta=0.033 wtd=0.049 \

  nga=1.5e15 ngd=1.5e15 ega=0.62 egd=0.78 wga=0.15 wgd=0.15 \

  sigtae=1.e-17 sigtah=1.e-15 sigtde=1.e-15 sigtdh=1.e-17  \ 

  siggae=2.e-16 siggah=2.e-15 siggde=2.e-15 siggdh=2.e-16  

#

contact
num=1 alum

models  temp=300  
